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Оппонент Морозов Сергей Владимирович 10.11.1960 года рождения, доктор физико-математических наук по специальности 05.27.01 – твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и наноэлектроника, приборы на квантовых эффектах, заведующий лабораторией Физики полупроводниковых наноструктур Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук


Область научных интересов Морозова С.В. – физика графена и других квазидвумерных материалов, электронные транспортные свойства двумерных систем, туннельные процессы в полупроводниковых гетероструктурах. В данной области научных исследований он широко известен своими публикациями.
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Оппонент Темирязев Алексей Григорьевич 18.05.1959 года рождения, кандидат физико-технических наук по специальности 01.04.10 – физика полупроводников, старший научный сотрудник лаборатории спин-волновых процессов в миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах длин радиоволн Фрязиноского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук.


Основой деятельности Лаборатории является выполнение фундаментальных и прикладных исследований по направлениям «экспериментальное исследование электронной структуры и транспортных свойств мезоскопических систем», «спин-зависимый транспорт», «создание квазиодномерных баллистических наноструктур на основе героструктур с двумерным электронным газом с высокой подвижностью электронов» и «развитие методик атомно-силовой микроскопии для формирования и исследования наноструктур и метаматериалов»


Область научных интересов А.Г. Темирязева – зондовая микроскопия.
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Информация о ведущей организации

Ведущая организация федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт аналитического приборостроения Российской академии наук (ИАП РАН)».

Почтовый адрес: Санкт-Петербург, 198095, ул. Ивана Черных, 31-33, лит. А. 
Телефон: (812) 363-0719
Факс: (812) 363-0720
Адрес электронной почты: iap@ianin.spb.su, kuroch@ianin.spb.su
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: http://iairas.ru

Подразделение д.ф.-м.н., профессора Голубка Александра Олеговича «Лаборатория сканирующей зондовой микроскопии и спектроскопии» является одним из ведущих в области сканирующей туннельной микроскопии и спектроскопии, что подтверждается высокой публикационной активностью.
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